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Подавляющая часть интерметаллических соединений представляет собой типичные металлы с высокой электропроводностью и низкими значениями коэффициента Зеебека. Тем не менее, существуют интерметаллиды, в которых осуществляются сложные орбитальные взаимодействия, приводящие к возникновению запрещенной зоны, а при определенной концентрации валентных электронов – к открытию щели на уровни Ферми.

Блестящим примером полупроводникового интерметаллида является соединение FeGa3. Проведенные исследования [1-3] показали возможность замещать атомы железа и галлия, а полученные твердые растворы характеризуются разнообразными свойствами: наличие перехода металл-полупроводник (Fe1-xCoxGa3), возникновение ферромагнитного упорядочения (FeGa3-yGey) или антиферромагнитных корреляций (Fe1-xNixGa3), а замещение индия в изоструктурном соединении RuIn3 на цинк привело к высоким значениям термоэлектрической добротности (ZT = 0.8).

В настоящей работе исследовано замещение в d-подрешётке FeGa3 железа на марганец как металл с меньшим количеством электронов, чем железо, с целью изучения термоэлектрических свойств. Впервые показано, что образование кристаллов твердого раствора характеризуется существенным отличием экспериментально определенного состава от исходного состава шихты в сторону уменьшения содержания марганца и установлено, что избыточное содержание марганца образует бинарный интерметаллид Mn6Ga29. Исследование транспортных свойств показало сохранение полупроводникового характера температурной зависимости сопротивления.

Кроме того, было изучено возможное замещение и в p-подрешетку на атомы кремния и олова. Были установлены границы замещения твердых растворов FeGa3-yEy, которые составили ymax = 0.09 и ymax = 0.02 для кремния и олова соответственно. Изучение высокотемпературных термоэлектрических свойств образцов твердого раствора FeGa3-ySiy показало наличие особенностей на температурных зависимостях удельного сопротивления, коэффициента Зеебека и теплопроводности, вследствие которых зависимость термоэлектрической добротности характеризуется максимумом.
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